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Questio 1: [3,0 pontos] Assumindo-se que o amplificador operacional seja ideal, determine a
fungdo transferéncia H(s)=V(s)/Vi(s) do circuito.
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Questao 2: [3,0 pontos] Dado o circuito a seguir, assumindo-se que o diodo € ideal, determine a

saida do circuito v,(t) para uma entrada v;(t)=20-sen(2x-1000t). Explique detalhadamente como

chegou a sua resposta.
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Questao 3: [4,0 pontos] Dado o circuito a seguir: (a) assumindo que Vggqi=0,7V, Vep=0,7V e

Bi=£=100, determine as correntes quiescentes de coletor dos transistores; (b) assumindo o

conhecimento de gm;, gm,, Iy € Ip, [Val—, € que tenha sido incluido um capacitor em
paralelo com R,, determine o circuito para pequenos sinais na forma transversal com v; a
esquerda e v, a direita; (c) determine a impedancia de entrada.
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FORMULARIO

® MOSFET refor¢o (enriquecimento, acumulagdo, intensificacio):
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e Modelo de pequenos sinais do e Modelo de pequenos sinais para o
MOSFET reforco: 1=V al/lp; transistor NPN:  g.=Ico/Vr;  1:=PB/gm;
ngK' ( VGS'VT) r0=VA/IC; VT=25 mV
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e Modelo de Ebers-Moll para o transistor
NPN: v=25mV
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